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【はじめに】  

MOCVD n-GaN で観測される電子トラップ E3(Ec-0.57 eV)は、トラップ濃度が低いところでは

1012 cm-3台であるが、高いところでは 1016 cm-3という面内分布を示すことを報告した[1]。この時

のキャリア濃度は 1017 cm-3付近である。今回、キャリア濃度が 1016 cm-3台の Siドープ n-GaNに

対して DLTS測定によるトラップの評価を行ったので、報告する。トラップ濃度が Siドープ量に

近い場合（高 Nt/Nd比）があることが予想される。 その場合には、一定容量 DLTS 法について検

討した[2]。 

【実験方法】  

用いた試料は、n+-GaN基板上 MOCVD成長 Siドープ n-GaN で、Siドープ量は 4.1x1016 cm-3あ

る。ショットキー電極としては Ni/Au を用い、ダイオードを作製した。電子トラップ E3 の評価

は、DLTS及び一定容量 DLTS測定により行った。 

【実験結果】 

 図１に、E3電子トラップの容量 DLTS信号を示す。280.7 K、282.3  Kのピーク温度の相違が観

測された。特に信号強度が大きな試料で低温側にシフトしている。通常の解析でトラップ濃度

（Nt）を計算し、ＣＶ測定より得られるキャリア濃度（Nd）の比を求めると、それぞれ 0.9 

(280.7 K)、0.15 (282.3 K)であった。従って、ピーク温度の相違は観測されるトラップのオリジン

が試料により異なるということではなく、特にNt/Nd=0.9の試料に通常の容量DLTS測定が適切で

はないことを示唆している。図２に、E3電子トラップの一定容量 DLTS信号を示す。両試料とも

ピーク温度は 283.8Kで一致していた。 

【まとめ】 

トラップ濃度が変化しない限り、低キャリア濃度試料に対しては一定容量 DLTS 法による評価

が適切であることが判明した。トラップ濃度に関しては、CV 測定による評価について検討して

いる。 
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Fig. 1, E3 electron trap DLTS signal Fig. 2, E3 Constant capacitance DLTS signal 
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